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Baglanma Enerjisi Uzerindeki Etkileri

Ali Thsan MESE
OZET:

2p uyarilmig durumunda, hidrostatik basing ve sicakhigin GaAs/Gai-xAlxAs kiiresel kuantum noktasindaki
yabanci atom self- polarizasyonu ve baglanma enerjisi iizerindeki etkileri, etkin kiitle yaklagimi altinda
varyasyonel yontem ile hesaplanmigtir. Baglanma enerjisi ve yabanci atom self-polarizasyonu, sicaklik,
hidrostatik basing, yabanci atomun konumu ve nokta yarigapinin bir fonksiyonu olarak incelenmistir.
Sonuglar, yabanci atom self-polarizasyonunun ve baglanma enerjisinin hidrostatik basinca ve sicakliga
bagli oldugunu gostermektedir. Ayrica, baglanma enerjisi hidrostatik basingla artarken sicaklik ile
azalmakta, yabanci atom self-polarizasyonu ise hidrostatik basingla azalirken sicaklik ile artmaktadir.
Bununla birlikte, sicaklik ve hidrostatik basincin etkisi altinda yabanci atom self-polarizasyonunun
hesaplanmasi, yabanci atomun sistemdeki konumu hakkinda 6nemli bilgiler vermektedir.
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ABSTRACT:

The effects of hydrostatic pressure and temperature on impurity self-polarization and binding energy in
GaAs/Gai-xAlxAs spherical quantum dot in 2p excited state were calculated by variational method under
effective mass approach. Binding energy and impurity self-polarization were investigated as a function of
temperature, hydrostatic pressure, impurity position and dot radius. The results show that impurity self-
polarization and binding energy depend on hydrostatic pressure and temperature. In addition, binding
energy increases with hydrostatic pressure and decreases with temperature, while impurity self-polarization
decreases with hydrostatic pressure and increases with temperature. However, calculation of impurity self-
polarization under the effect of temperature and hydrostatic pressure provides important information about
the position of impurity in the system..
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GIRIS

Diisiik boyutlu sistemlerde yabanci atomun aragtirilmasi, yari iletken aygitlarin fiziksel
etkilerinin anlasilmasinda biiyiik 6nem tagimaktadir. Bu nedenle, kuantum kuyularindaki (Bastard,
1981; Rajashabala, ve Navaneethakrishnan, 2006; Akbas ve ark., 2016; Greene ve Bajaj, 1985;
Fraizzoli ve ark., 1990; Sucu ve ark., 2021), kuantum tellerindeki (Brown ve Spector, 1986; Branis ve
ark., 1993) ve kuantum noktalarindaki (Zhu ve Chen, (1994; Johnson, 1995; Zhu ve ark., 1990;
Montenegro ve Merchancano, 1992; Brandi ve ark., 2002; Sucu ve ark., 2008; Ozmen ve ark., 2009;
Hassanabadi ve Rajabi, 2009; Erdogan ve ark., 2013; Bulut ve ark., 2014) yabanc1 atomun etkilerini
arastirmak i¢in hem deneysel hem de teorik calismalar kapsamli bir sekilde yiiriitilmiistiir. Birgok
calisma, bu yapilardaki temel durum baglanma enerjisi ve yabanci atom self-polarizasyon iizerinde
sicakligin, hidrostatik basincin ve yabanci atom konumunun etkilerini arastirmaktadir (Rezaei ve ark.,
2012; Okan ve ark., 2004; Ulas ve ark., 2005; Erdogan ve ark., 2006a; Erdogan ve ark., 2006b;
Akankan ve ark., 2006; Erdogan ve ark., 2009; Restrepo ve ark., 2011). Sicaklik ve hidrostatik basing,
yapmin simetrisini degistirmeden elektronun etkin kiitlesini, dielektrik sabitini ve smirlama
potansiyelini etkiler. Hidrostatik basing ayn1 zamanda kiiresel kuantum noktasinin (KKN) yarigapini
da degistirir. (Baser ve ark. 2016), sicakligin ve hidrostatik basincin kare kuantum kuyusundaki
yabanci atom baglanma enerjisini nasil etkiledigini analiz ettiler. (Rezaei ve ark., 2012) dig manyetik
ve elektrik alanlarinin, hidrostatik basincin ve sicakligin etkilerini hesaba katarak, iki boyutlu bir
kuantum noktasindaki taban durum yabanci atom baglanma enerjisini ayrintili bir sekilde incelediler.
(Sivakami ve ark., 2013) tarafindan yapilan caligmada ise, KKN'deki uyarilmis durum i¢in hidrostatik
basing ve sicakligin yabanci atom baglanma enerjisi lizerindeki etkisini aragtirmiglardir.

Son zamanlarda, Gal-xAlxAs/GaAs kuantum kuyusundaki birinci uyarilmis(n = 2,1 = 0,m =
0) durum i¢in bir yabanci atomun self- polarizasyonunu incelenmistir (Sucu ve ark., 2021). Ayrica,
(Mese ve ark., 2017), dielektrik sabitinin KKN'deki 2p(n = 2,1 = 1, m = 0) uyarilmis durum ig¢in
yabanci atom baglanma enerjisi ve yabanci atom self-polarizasyonu iizerindeki etkilerini arastirmistir.
Hidrostatik basing ve sicakligin 2p uyarilmis durumunun yabanci atom self-polarizasyonu tizerindeki
etkileri simdiye kadar incelenmemistir. Bu nedenle, bu ¢alismanin amaci KKN da 2p uyarilmig durum
yabanci atomun self-polarizasyonunu ve baglanma enerjisini(E},,), sicaklik, hidrostatik basing ve

yabanci atom konumunun bir fonksiyonu olarak varyasyonel yontem kullanarak incelemektir.
MATERYAL VE METOT

Etkin kiitle yaklasimi altinda, sicaklik ve hidrostatik basincin varliginda, yabanci atomun
Hamiltoniyeni kiiresel koordinatlarda su sekilde tanimlanir (Sivakami ve Gayathri, 2013),

_ h? [(62 26) 1 6(. 6) 1 62]
H = 2m*(P,T) L\or? t ror T r2 sinf 96 sin 0 26 t 125in2%0 d¢?

e? 2 I(I+1)
_ "‘sz(p,n ——+v(r,P,T) (1)

4mey €(P,T) [r2+1f—2rT;C0S0

Burada, e, ri, m“(P, T), e(P,T) ve V(r,P,T) sirastyla serbest elektron yiikiinii, yabanci atomun
konumu, hidrostatik basing ve sicakliga bagli etkin kiitle, kuantum noktasmin igindeki ortamin
dielektrik sabiti ve sinirlayic1 potansiyel temsil etmektedir. GaAs icin, ,m“(P, T) ve e(P, T) hidrostatik
basing ve sicakligin fonksiyonu olarak (Erdogan ve ark., 2013; Rezaei ve Kish, 2012; Kirak ve ark.,
2013),
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m’" (P,T) = e 2)

1+7.51 FZ +— !
Eg(P,T) Eg(P,T)+0.341

ve

12.74 exp|-1.73x10° P exp[9.4x10° (T - 75.6 K)| for T < 200K
g(P,T) = 3
13.18 exp|-1.73x10° P] exp[20.4x10° (T —300K)] for T > 200K .

seklindedir. Burada m, serbest elektron kiitlesidir. Eg (P,T), GaAs yapist i¢in I' noktasindaki
basinca ve sicakliga bagli enerji band araligi degisimidir ve su sekilde yazilabilir: (Erdogan ve ark.,
2013; Sivakami ve Gayathri, 2013)

5.405x10*T?

E'(P,T) =1.519-
T +204K

}+(1.26><10‘2)P—(3.77x10_4)P2, (4)

Denklem 1'de, V(r, P, T) ile tanimlanan tuzaklama potansiyeli asagidaki gibidir;
UT(r P T = r < R(P) .
P T) =1y (x, P,T) = 0.658 AENT(x,P,T) 1= R(P) ()

burada x aliiminyum konsantrasyonu, AE (x,P,T)ise GaAs ile GaixAlxAs arasindaki enerji

band araligi farkidir ve aliiminyum konsantrasyonu, hidrostatik basing ve sicakligin bir fonksiyonu
olarak asagidaki gibi tanimlanir (Sivakami ve Gayathri, 2013).

AE] (% PT) =1.155x+0.37 x* + P(-1.3x10° X )+ T (—1.15x 107" X ) . (6)

Hidrostatik basinca bagli olan KKN genisligi R(P) ile gosterilir ve sdyle tanimlanir (Erdogan ve
ark., 2013),

R(PP)=R, [1-(1.16x107° kbar™ +2 (-3.7x107" kbar ™" ))P ] (7

burada R, hidrostatik basing olmadigi durumdaki KKN yarigapini ifade etmektedir.

2p uyarilmis durumu dalga fonksiyonu yabanci atom yoklugunda (Bulut ve ark., 2014; Mese ve
ark., 2017; Sadeghi, 2009)

0 (Sin(kzpir) _ cos(kzpir)

>c059 ,T<R

5 2pi (k i 2 (kz ir)
WGV Ry =] e ®)
Nzpo (kzpoT + (kzpor)2> cos 6 TR
gibi tanimlanir. Burada
lapt = 2 (P, TES (P, T/ ©
ve
Kapo = 2 (B, T(Vo(P,T) = B3, (P, D)) /1 (10)
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Dalga fonksiyonlarini ve tiirevlerini 7=R simirinda eslestirerek asagidaki transandantal denklem
elde edilir.

< /Egp(P, T).R.(E9,(P,T) — VO).COS< /Egp(P, T)R) + <E§p(P, T)R\/(VO —E3,(P,T)) +
Vo > -Sin( /Eé’p(P, T) -R)> / ((E‘Z’p(P, T).R. (R. <\/(V0 — E9,(P, T))> + 1>>=0 (12)

Transandantal denklem ¢oziimlerinden 2p uyarilmig durum subband enerjini gosteren Egp (P,T)
elde edilir.

2p uyarilmis durum deneme dalga fonksiyonu yabanci atom varlifinda asagidaki gibi segilebilir
(Sadeghi ve Rezaie, 2010; Bella ve Navaneethakrishnan, 2004; Mikhail ve Ismail, 2010),

Ipr(F Vo, R, T‘-) =

4I Napi (M)rcosé? exp(—/lp\/ r2+r?—2rn cosH),r <R

LNZPO( exp(—kypo)/1)7 cOS 6 exp <—/1p\/ 12+ 1? — 2r7; COS O ),r >R

(12)

burada A, varyasyon parametresidir. Ej,,(V,,R,7;,P,T), 2p uyarilmis durum yabanci atom
enerjisini gosterir ve asagidaki gibi bulunur (Mese ve ark., 2017)

lpZ (F' T R)|H 1/J2 (?, T, R)
LZp(VorR r, P, T) = min Ap l< P . L | p_) t > (13)
<lp2p (T', T R)|l/)2p (T, Ti R)>
2p uyarilmis durum baglanma enerjisi ise soyle tanimlanir (Bulut ve ark., 2014),
Epr (Vor R, ri) = Egp (P, T) - Ein (VO, R, Ti P, T) : (14)

Yabanci atom dalga fonksiyonu belirlendikten sonra kuantum nokta potansiyelinin yabanci atom
lizerindeki  etkisi ~ olarak  tamimlanan 7 dogrultusundaki ~ yabanci  atom  self-
polarizasyon(SP(r;, P,T)/e ), 2p uyarilmis durum igin asagidaki gibi tanimlanir (Mese ve ark., 2017,
Mese, 2021),

(Hnum)ri,:o (Hnum)rl-_o

SP(r;,P,T)/e = - — (15)
' (Hden)ri#) <Hden)ri=0

burada
(Hiem)rzy= (W1 (i, P, T)| =€ (r cos 0 = 1)1, (10, P, T)), (16)
(Hden)r#o = ((l/)lp (T'l', P, T)|lp1p (ri; P, T)>)r-=to ’ (17)
(Hnum)rl 0 ((lplp (ru P T)|—e(r cos 6 — ri)llplp (ri: P, T)>)Ti=o ’ (18)

(Haen), ({to1p (s, P D1 (1, P.TD)) (19)
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Kiiresel kuantum noktasinda yabanci atom self-polarizasyonu iizerinde sicaklik ve hidrostatik
basincin etkilerini bulmak i¢in denklem 15 kullanilir.

BULGULAR VE TARTISMA

KKN da, hidrostatik basing, sicaklik, nokta yarigapi ve yabanci atom konumunun yabanci atom
self-polarizasyonu ve Ej,, lizerindeki etkileri hesaplanmigtir. Hesaplamalarda aliiminyum
konsantrasyonu x=0.3 olarak sabit alinmistir. Sonuglar Sekil 1-4'te sunulmustur.

15

— 1= AKO P=Okbarr=R2  —V—T= 4K0 P=0 kbar r;=R/4 1
50 0 0 10-
O T=4K P=30kbar =R O T=4K" P=30 kbar =R/4 ;
0 i
—A—T7=300K P=30 kbar ri:RIZ 1= 300K0 P=30 kbar ri=R/4 5
) 4
> 40 o
[0} < 0
S =
=~ -
~ ~ -5
= [ 0
F 30+ o 17 T=4K P=Okbarr=Ri2
o = 104
0:‘ 0:, |~ 1= 4K0 P=30 kbar r=R/2
o
> 20 \>-/Q 15— — 1= 300 p=30 koar [RI2
< I L 0
9 L o TV T=4K P=0kbar =R/
W ()]
0
O T=4K P=30 kbar 1R/
101 251 .
1 < T=300K P=30 kbar r=R/4
T T T T T T T T T -30 T T T T T T T T T
50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300
0
R(A) R(A)

Sekil 1. Hidrostatik basing, sicaklik ve yabanci atom konumunun farkli degerleri ve nokta yarigapinin bir fonksiyonu olarak
(@) Epzp, (b) yabanci atom self-polarizasyonu

Sekil 1(a) ve 1(b)'de, 2p uyarilmig durum E,,, ve yabanci atom self-polarizasyonu, farkli
yabanci atom konumlari (ri=R/4, ri=R/2), hidrostatik basing (P=0 ve P=30kbar) ve sicaklik (T=4K° ve
T=300K") degerleri icin nokta yaricapinin bir fonksiyonu olarak sunulmustur. Sekil 1(a), nokta
yarigapt arttiginda Ej;,’nin azaldigini gostermektedir (Sivakami ve Gayathri, 2013; Mese ve ark.,
2017; Al ve ark., 2020). Bunun nedeni, nokta yarigap: arttik¢a, elektronun kuantum nokta igindeki
lokalizasyonu artar, ancak elektron ve yabanci atom arasindaki bagil mesafe de artar ve boylece
baglanma enerjisi, hesaba kattigimiz tiim yabanci atom durumlari igin azalir. {laveten kuantum nokta
yaricapt arttiginda, elektron ve yabanci atom arasindaki elektrostatik etkilesimin azalmasi nedeniyle
baglanma enerjisi azalir. Ayrica, Ej,;, nin artan hidrostatik basingla arttig1 ve artan sicaklikla azaldig
gdzlemlenmistir. ilaveten, yabanci atom pozisyonu ri=R/4'ten ri=R/2'ye degistiginde Epop artmustir.
Uyarilmis durumda dalga fonksiyonunun bulunma olasilig1 R/2 konumunda daha yiiksek oldugundan,
yabanci atom ri=R/2 konumundayken Ej,, ri=R/4 konumundaki E},, daha biiyiiktiir (Sivakami ve
Gayathri, 2013; Mese ve ark., 2017).

Sekil 1(b)'de, nokta yaricapina bagli olarak yabanci atom self-polarizasyonunun degisimi
gosterilmistir. Bu grafik, yabanci atom self-polarizasyonunun yabanci atom ri=R/2 pozisyonunda
pozitif, ri=R/4 pozisyonunda ise negatif degerlere sahip oldugunu géstermektedir. Diisiik boyutlu
yapilarda negatif yabanci atom self-polarizasyonu anormal bir durum olarak kabul edilir. Anormal
self-polarizasyon, yabanci atom pozisyonuna ve KKN yari¢apina baglidir. Elde edilen sonuglar (Mese,
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2021) makalesi ile uyum i¢indedir. Uyarilmis durum anormal self-polarizasyonunun hesaplanmasi,
yabanci atomun sistemdeki pozisyonu hakkinda bilgi edinmek i¢in ¢ok 6nemlidir. ilaveten, yabanci
atom self-polarizasyonu, hidrostatik basing arttiginda azalirken sicaklikla birlikte azda olsa artmaktadir
Bunun nedeni tiim kuantum nokta genislikleri i¢in etkin kiitle, tuzaklama potansiyeli, dielektrik sabiti
ve kuantum nokta yarigapt gibi parametrenin hidrostatik basing ve sicakliktan etkilendigi
bilinmektedir. Kuyu genisliginden bagimsiz olarak hidrostatik basingtaki herhangi bir artis baglama
enerjisini arttirirken sicaklik ise azaltmaktadir. Baglanma enerisindeki bu degisim yabanci atom self-
polarizasyonunu da etkilemektedir(Erdogan ve ark., 2013; Baser ve ark., 2016).
38

e ralre v T=aC Rl 1 5 5
364 0 0 —#—T=4K =R~V T=4K r=RiA
——T=200K r=Rl2 —O—T=200K" r=R/4 0 0
2 0 0 12 ——T=200K r=RI2—0—T=200K" r=R/4
A T=300K"r=RI2 —<—T=300K" r=R/4
< ' ‘ —a— 12300 r=RR—<—T= 300K r=RI4
o 324 & 10 4
£ g
= ~
= 301 o
= = ]
0 284 a
« %
o -
> 2 ?/Q N
& %
o 241 L
4
224
20 T T T T T T T T 2 T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
P(kbar) P(kbar)

Sekil 2. (a) Ej,,, ve (b) yabanci atom self-polarizasyonun, nokta yarigapt R=100A° i¢in hidrostatik basinca bagh degisimi.
Sicaklik ve yabanct atom konum degerleri Sekil 1 ile aynidir

Sekil 2(a) ve 2(b)'de, 2p durum Ej,, ve yabanci atom self-polarizasyonu, farkli yabanci atom
pozisyonlar1 (ri=R/4, ri=R/2) ve sicaklik (T=4K°T=300K") i¢in 100 A° nokta yaricapinda hidrostatik
basincin bir fonksiyonu olarak sunulmustur. Sekil 2(a) ve 2(b), Sekil 1(a) ve 1(b)'deki sonuglari
desteklemek igin sunulmustur. Sekil 2(a)'da, hidrostatik basing arttiginda Ej,p, 'nin  arttigs
gozlemlenmistir (Sivakami ve Gayathri , 2013; Safwan ve ark., 2018; Safwan ve ark., 2020; Mese,
2021). Yabanci atomun ri=R/2 konumundaki E},, ri=R/4 konumundan daha biiyiik oldugu
gozlemlenmistir. Bunun yaninda, hidrostatik basincin Ej,, tizerinde sicakliktan daha etkili oldugu
bulunmustur.

Sekil 2(b), hidrostatik basing arttiginda yabanci atom self-polarizasyonunun dogrusal olarak
azaldigin1 gostermektedir. Ayrica, sicaklik arttiginda ve yabanci atom ri=R/4 konumundan ri=R/2
konumuna yer degistirdiginde yabanci atom self-polarizasyonunun arttig1 gériilmektedir(Mese, 2021).

Sekil 3(a) ve 3(b)'de, 2p durum Ej,, ve yabanci atom self-polarizasyonu, farkli yabanci atom
konumlar1 (ri=R/4, ri=R/2) ve hidrostatik basing (P=0, P=20kbar ve P=30kbar) icin R=100A° nokta
yarigapinda sicakligin bir fonksiyonu olarak sunulmustur. Sekil 3(a) ve 3(b), Sekil 1(a) ve 1(b)'deki
sonuglart destekledigi gorilmustiir. Sekil 3(a)'da, sicaklik arttiginda Ej,,’nin azda olsa azaldigi
gbzlemlenmistir (Safwan ve ark., 2020).
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Sekil 3. (a) Ej,,, ve (b) yabanci atom self-polarizasyonun, nokta yarigapt R=100A° i¢in sicakliga bagh degisimi.

Hidrostatik basing ve yabanci atom konum degerleri Sekil 1 ile aynidir

Ayrica, (P= Okbar ri=R/2) degerlerindeki E},, nin (P= 30kbar, ri=R/4) degerlerindeki E},’den
kiigiik, (P= 0 ve 20kbar, ri=R/4) degerlerindeki E},,, ’den biiyiik oldugu tespit edilmistir.

Sekil 3(b)'de, sicaklik arttiginda yabanci atom self-polarizasyonunun arttigi gézlemlenmistir.
Elde edilen yabanci atom self-polarizasyon degerleri sekil 2(b)'de gosterilen, yabanct atomun ri=R/4 ve
r=R/2 konumlar1 i¢in hidrostatik basing arttikca yabanci atom self-polarizasyonunun azalmasini
desteklemektedir. Bunun yaninda, (P=Okbar, r=R/4) degerlerindeki yabanci atom self-
polarizasyonunun, (P= 20kbar, ri=R/2) degerlerindeki yabanci atom self-polarizasyonundan daha
kiiglik ve (P= 30kbar, ri=R/2) degerlerindeki yabanci atom self-polarizasyonundan ise daha biiyiik
oldugu goriilmektedir. Bu durum, (P=Okbar, ri=R/4)'teki tuzaklama potansiyelinin (P=20kbar
r=R/2)'den daha yiiksek ve (P=30kbar, ri=R/2)'den daha diisiik oldugu anlamina gelir. Ayrica, sekil
2(b) ve 3(b) incelendiginde hidrostatik basincin, sicakliktan daha fazla yabanci atom self-
polarizasyonunu degistirdigi goriilmektedir.

Sekil 4(a) ve 4(b)'de, 2p durum Ej,, ve yabanci atom self-polarizasyonu, farkli sicakliklar
(T=4K° ve T=300K?), hidrostatik basing (P=0, P=20kbar ve P=30kbar) ve nokta yaricap: (100A° ve
200A%) degerleri i¢in yabanci atom konumunun bir fonksiyonu olarak sunulmustur. Sekil 4(a)'da,
hidrostatik basing P=0, sicaklik T=4K° ve nokta yarigapt R =100A° icin, Ep2p nin yabanci atom
konumunun (ri= 55A%) degerine kadar artip bir maksimum degerine ulastig1, sonra artan 1 ile azaldig:
goriilmiistiir. Elde edilen sonuglarin (Mese ve ark., 2017; Mikhail ve Ismail, 2010) referanslariyla
uyumlu oldugu gériilmektedir. Bunun yaninda, nokta yarigapt R =100A° icin hidrostatik basing ve
sicakligin etkisiyle Ej,,’nin arttigi ve daha biiyiik yabanci atom konumu degerlerinde maksimum
degere ulastigi gozlemlenmistir. Nokta yarigapt R=200A° oldugunda, Epap nin R=100A%dan daha
diisiik oldugu goriilmiistiir. Nokta yarigapt R=200A° durumunda, 2p uyarilmis durumun Epap Nin
yabanci atom konumunun artmasiyla arttii goriilmektedir. Ayrica, (P=0, T=4K° ve R = 100A%)
durumundaki  Ej,, egrisi ve (P=30kbar, T=300K® ve R=200A%) durumundaki Ej,, egrisi yabanci
atom konumunun yaklasik ri= 95A° degerinde kesismektedir.
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Sekil 4. (a) Ej,,, ve (b) yabanci atom self-polarizasyonun, nokta yarigapt R=100A° igin yabanci atom konumuna bagh
degisimi. Hidrostatik basing ve sicaklik degerleri Sekil 1'dekiyle aynidir

Sekil 4(b)'de, farkli sicaklik, hidrostatik basing ve nokta yaricaplarinda yabanci atom self-
polarizasyonu yabancit atom konumunun bir fonksiyonu olarak sunulmustur. Nokta yarigapinin
artmasiyla, yabanci atom self-polarizasyonunun azaldig1 goriilmiistiir. Ilaveten, hidrostatik basing ve
sicakligin artmasiyla yabanci atom self-polarizasyonunu azalttigi goriilmistiir. Nokta yarigapi
R=100A° i¢in, yabanc1 atom self-polarizasyonu her bir yabanci atom konumunda pozitif kalir(Mese,
2018). Bunun aksine, nokta yaricapt R=200A° oldugunda, yabanci atom self-polarizasyonunun
yabanci atom konumu yaklasik ri= 45A° 'dan sonra negatif oldugu goriilmektedir. Ayrica hidrostatik
basing ve sicakligin artmasiyla, yabanci atom self-polarizasyonunun daha kiigiik yabanci atom
pozisyonunda negatif degere gectigi gdzlenmistir.

SONUC

Bu caligmada hidrostatik basing ve sicakligin Ejp, ve yabanci atom self-polarizasyonu
tizerindeki etkileri hesaplanmistir. Hidrostatik basimncin  artirilmasinin = yabanci  atom  self-
polarizasyonunu azalttig1 ve Ep,y,'yi artirdigi gosterilmistir. Bunun yaninda, sicakligin artirilmasi Ep),
ve yabanci atom self-polarizasyonunda ¢ok az degisiklige neden olmaktadir. Hidrostatik basincin Ej,,,
ve yabanct atom self-polarizasyonu iizerindeki etkisinin sicakliktan daha belirgin oldugu
belirlenmistir. Ayrica, Ej,,,’nin ve yabanci atom self-polarizasyonunun hidrostatik basing ve sicakliga
bagh olarak degisimi yabanci atom konumuna ve nokta yaricapmna baghdir. ik kez bu calisma ile
yabanci atomun farkli konumlari i¢in hidrostatik basing ve sicakliga bagli olarak kiiresel bir kuantum
noktasindaki 2p uyarilmig durum yabanci atom self-polarizasyonu hesaplanmustir.

Cikar Catismasi
Makale tek yazarli olup, yazar/yazarlar aralarinda herhangi bir ¢ikar ¢atismasi olmadigini beyan
ederler.
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